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【57】申請專利範圍
1.　一種光耦合器，包括：一基板；一氮化鎵光發射器，設置於該基板上且接觸該基板，該
氮化鎵光發射器用以依據一輸入訊號發射一光訊號；一氮化鎵光感測開關，設置於該基

板上且接觸該基板，該氮化鎵光感測開關與該氮化鎵光發射器沿同一水平面併排且保持

電性隔絕，且該氮化鎵光感測開關用以感測該光訊號並依據該光訊號產生一輸出訊號；

一反射結構，用以反射該光訊號；一傳遞介質，至少介於該氮化鎵光發射器、該氮化鎵

光感測開關及該反射結構之間；以及一外圍封裝結構，至少封裝該氮化鎵光發射器、該

氮化鎵光感測開關及該傳遞介質，其中該反射結構設置於該外圍封裝結構朝向該氮化鎵

光發射器及該氮化鎵光感測開關之一內側表面；其中自該氮化鎵光發射器發射之該光訊

號係於該傳遞介質內傳遞，並經由該反射結構反射後斜向傳遞至該氮化鎵光感測開關。

2.　如請求項 1所述之光耦合器，其中該氮化鎵光發射器包括至少一 LED結構或至少一發光
高電子遷移率電晶體結構。

3.　如請求項 2所述之光耦合器，其中該氮化鎵光發射器包括一第一 LED結構及一第二 LED
結構，該第一 LED結構與該第二 LED結構彼此反向並聯，且該輸入訊號可為一交流訊
號。

4.　如請求項 1所述之光耦合器，其中該氮化鎵光感測開關包括至少一 BJT結構或至少一高
電子遷移率電晶體結構。

5.　如請求項 4所述之光耦合器，其中該氮化鎵光感測開關包括一第一 BJT結構及一第二
BJT結構，該第一 BJT結構與該第二 BJT結構彼此彼此串聯，以放大該輸出訊號。

6.　如請求項 1所述之光耦合器，其中該傳遞介質至少局部覆蓋該氮化鎵光發射器及該氮化
鎵光感測開關，且該反射結構設置於該傳遞介質上。

7.　如請求項 6所述之光耦合器，其中該傳遞介質由具有光傳遞特性之封裝材料或絕緣材料
所構成。

8.　如請求項 7所述之光耦合器，其中該傳遞介質為 SiO2、Si3N4或環氧樹脂。

9.　如請求項 1所述之光耦合器，其中該傳遞介質為空氣。
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10.   如請求項 1所述之光耦合器，其中該氮化鎵光發射器所發射之該光訊號之波長介於 300nm
至 500nm之間。

11.   如請求項 1所述之光耦合器，其中該基板為一矽基板或一藍寶石基板。
12.   如請求項 11所述之光耦合器，更包括複數緩衝層，其中當該基板為矽基板時，該複數緩

衝層設置於該氮化鎵光發射器及該基板之間以及該氮化鎵光感測開關及該基板之間。

圖式簡單說明

圖 1A為本發明之光耦合器之概略示意圖。
圖 1B為本發明之光耦合器之電路方塊圖。
圖 2為本發明之光耦合器之第一實施例之示意圖。
圖 3為本發明之光耦合器之第二實施例之示意圖。
圖 4為本發明之光耦合器之第三實施例之示意圖。
圖 5為本發明之光耦合器之第四實施例之示意圖。
圖 6為本發明之光耦合器之第五實施例之示意圖。
圖 7A為本發明之光耦合器之第六實施例之概略示意圖。
圖 7B為本發明之光耦合器之第六實施例之另一概略示意圖。
圖 8A為本發明之光耦合器之第七實施例之概略示意圖。
圖 8B為本發明之光耦合器之第七實施例之另一概略示意圖。
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